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１．概要（Summary） 

 近年のナノ加工技術の進展により、様々な分野で周期

的なナノ構造を利用した高機能なデバイスの研究開発が

行われている。本課題では、硫化亜鉛(ZnS)を用いた光

デバイスの高機能化を目的に、周期的なナノホール(径数

10nm)構造を形成した ZnS 膜の作製試験を行った。 

 ナノホール構造の作製法としては、電子ビーム描画

技術やナノインプリント技術などを利用し、ZnS膜の

表面上にマスクパターンを形成し ZnS 膜をエッチン

グすることで形成する手法(エッチング法)とナノロッ

ドピラーパターンを形成後に ZnS 膜を堆積し有機溶

媒により溶解除去することで形成する手法(リフトオ

フ法)がある。本課題では、ナノインプリント技術を

用いたリフトオフ法による形成手法を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

まず、Si基板の表面上にナノロッドピラーパターン

(径 100-3000 nm、高さ 200 nm)を作製した。Si<111>

上に熱硬化レジスト膜(厚さ 450 nm)、UV硬化レジス

ト膜(厚さ 350 nm)の順で成膜し、ナノインプリント

装置(Obducat)を用いて初期段階のナノインプリント

は室温で 45 bar、10 min成型後、45 barに保持し UV

光(365-436 nm)照射を 5min行った。次に、リアクテ

ィブイオンエッチング装置(サムコ)を用いて UV 硬化

レジストの残膜をエッチング(CF4/O2=45/5 sccm、1 

Pa、100 W、2 min)し、続いて熱硬化レジスト膜をエ

ッチング(O2 50 sccm、2 Pa、150 W、4 min)するこ

とによって、ナノロッドピラーパターンを作製した。 

次に、人工超格子薄膜形成システム(PLD、誠南工

業)を用いて、ZnS膜を製膜した(厚さ 300 nm)。 

最後に、有機溶媒によりレジスト膜を溶解除去する

ことによって、周期的なナノホール構造を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ナノインプリント技術を用いたリフトオフ法による周期的な

ナノホール構造の形成試験を行った結果、径 150 nm 以上

のナノホール構造は作製可能であることを確認した（Fig. 1）。

しかし、100 nm以下のナノホール構造は、レジスト膜を溶解

除去できず作製できなかった。これは、ZnS 膜がピラーパタ

ーンを覆ってしまい、リフトオフ時に有機溶媒が浸透しなかっ

たことが原因と考えられる。 
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６．関連特許（Patent） 

Fig.1 SEM image of ZnS thin film with 

periodic nano-hole of 150 nm in diameter 

and 300 nm in depth. 



なし 


